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内部集成等效 50mΩ左右的先进的功率
MOSFET；
3段过流保护：过放电流 1、过放电流 2（可
选）、负载短路电流；

充电器检测功能；

延时时间内部设定；

高精度电压检测；

低静态耗电流：正常工作电流 3.8uA
兼容 ROHS和无铅标准。
采用 SOT23-6封装形式塑封。

DW06D产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。DW06D包括了先进的功率
MOSFET，高精度的电压检测电路和延时电路。
DW06D具有非常小的SOT23-6的封装,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
DW06D具有过充，过放，过流，短路等所有的电池所需保护功能，并且工作时功耗非常低。
该芯片不仅仅是为手机而设计，也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的

应用场合。

参数 符号 参数范围 单位

电源电压 VDD VSS-0.3~VSS+12 V
CSI输入管脚电压 VCSI VDD+15~VDD+0.3 V
工作温度 Topr -40~+85 ℃

存储温度 Tstg -40~+125 ℃

封装形式 管脚号 管脚名称 管脚描述 321

D
1 2 3

456

V- S1 S2

DVDDVSS

SOT23-6

1 V- 电流感应输入管脚，充电器检测

2 S1 充电 MOS管 S极，充电负极

3 S2 放电 MOS管 S极，连接 VSS，外部连接

4 D MOS管 D极

5 VDD 正电源输入管脚

6 VSS 接电池芯负极
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典型应用电路图

功能描述

DW06D监控电池的电压和电流，并通过断开充电器或负载，保护单节可充电锂电池不会因为过充电压，过放电
压，过放电流以及短路等情况而损坏。这些功能都使可充电电池工作在制定的范围内。

MOSFET已内置，等效电阻典型值为50mΩ

正常工作模式

如果没有检测到任何异常情况，充电和放电过程都将自由转换。这种情况称为正常工作É式。

过充电压情况

在正常Ê件Ë的充电过程Ì，Í电池电压高于过充检测电压(VOCP)，并Î续时间Ï到过充电压检测延迟时间
(TOC)或Ð长，DW06D将控制MOSFET以ÑÒ充电。这种情况称为过充电压情况。
以ËÓ种情况Ë，过充电压情况将Ô释放：

1、Í电池电压低于过充解Õ电压 (VOCR), DW06D控制充电的FET导通，Ö到正常工作É式Ë。
2、Í连接一个负载并且开×放电, DW06D控制充电的FET导通Ö到正常工作É式Ë。解Õ机制如Ë： 接Ø负

载Ù放电电流ÚÛ流过充电FET内部ÜÝÞ极管开×放电，BATT-电压ß到0.7V， DW06D 检测到这个电压Ù，
Í电池电压等于或低于过充检测电压(VOCP), DW06D ÚÛà复到正常工作É式，á外，在接Ø负载放电时,如果
BATT-电压等于或低于过流1检测电压， 芯片也不会à复到正常â态。

ã：Í电池Ô充电到ä过过充检测电压(VOCP) 并且电池电压没有å到过充检测电压 (VOCP)以Ë，æ使 ç

Ø一个可以导è过流的é载, 过流1和过流2都不会工作，Õ非电池电压ê到过充检测电压(VOCP)以Ë。 ë是ìí
Ø电池是有内阻的，Í电池接Ø一个é载，电池的电压会Úæêî，这时过流1和过流2ï会ð作。短路保护ñ电池
电压无ò。

过放电压情况

在正常放电过程Ì，Í电池电压å到过放检测电压(VODP)以Ë的时ó， 并Î续时间Ï到过放电压检测延时间

(TOD) 或Ð长， DW06D将切断电池和负载的连接，ÑÒ放电。这种情况Ô称为过放电压情况。Í控制放电的FET
Ôò断， BATT- 通过内部BATT-ñVDDô间的RBATT-D 电阻Ôõ到高电ö。Í BATT- 电压高于负载短路检测
电压, 芯片的耗电流会å到÷ø电流 (IPDN)。这种情况Ô称为÷ø情况。在过放和÷ø情况 ÌBATT- 和VDDô
间由 RBATT-D电阻连接。Í一个充电器连接Ø并且BATT-和VDDô间电ùúû到1.3 V(典型值) 或Ð高 (负载短路
检测电压)时÷øâ态解Õ。这时放电FETüý断开。Í电池电压û成过放检测电压(VODP) 或Ð高 (þÿã)，
DW06D 使 FET 导通Ö到正常工作É式。.
ÿã：Í过放情况Ë的电池接Ø充电器，如果 BATT- Ā电压不低于充电器检测电压 (VCHA), 并且电池电压Ï

到过放解Õ电压或Ð高(VODR)过放情况解Õ(控制放电的FET导通)。

如ē：Ĝĝ部Ğ是过ą电流ĝ路，ğĠġ可能的短。Ģģ电容 C1要离 DW06Dġ可能的Ĥ。

V-

S1

S2 D

VDD

VSS

BTT- BTT+

R1

R2
1K

100Ω

C1
104P 3.6V

ãĥ：1、ãĥ输入输ď电压和负载电流情况，保Ħ芯片功耗不ä过封装所ħĨ的ĩą功耗。
2、Ī产品具有ī静电保护功能，ë不要ä过产品ĩą的ħĨ静电能Ĭ。
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Reflow Condition
Pb-Free assembly
(see as bellow)

Pre
Heat

-Temperature Min (Ts(min)) +150℃

-Temperature Max(Ts(max)) +200℃

-Time (Min to Max) (ts) 60-180 secs.

Average ramp up rate (Liquid us Temp
(TL) to peak) 3℃/sec. Max

Ts(max) to TL - Ramp-up Rate 3℃/sec. Max

Reflow
-Temperature(TL)(Liquid us) +217℃

-Temperature(tL) 60-150 secs.

Peak Temp (Tp) +260(+0/-5)℃

Time within 5℃ of actual Peak Temp (tp) 30 secs. Max

Ramp-down Rate 6℃/sec. Max

Time 25℃ to Peak Temp (TP) 8 min. Max

Do not exceed +260℃

Reflow condition
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Soldering parameters

Package Dimensions & Suggested Pad Layout 
 

SOT23-6L

 

 

 

Dimensions in millimeters
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	RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (SS52 THRU SS510)

